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【はじめに】 SiC 半導体は広いバンドギャップを持ち、高温・高放射線などの極限環境下でも駆動可能なデバイスを

実現可能な材料であると期待されている。本研究グループでは 4H-SiCを用いた nMOSFETを作製し、高温および高線

量ガンマ線照射後での動作を示した[1,2]。また SiC による集積回路化を目指し、論理回路の研究を進めている[3]。本

研究では NbNiシリサイド[4]を S/Dへのオーミック接触に用いた 3C-SiC nMOSFETを作製し、動作評価およびガンマ

線照射実験を行ったので報告する。 
 

【デバイス作製方法】 Si基板上に 3C-SiC (100)を p型エピタキシャル成長(エピ厚: 5 μm)させた基板を本デバイス作製

に使用した。不純物は Alであり、ターゲットドープ濃度は 1×1017 cm-3以下とした。しかし、エピ成長後の 3C-SiC基

板の極性が n型であることを確認したため、5×1018cm-3の濃度の Alを 600℃加熱下にて基板全面に注入した後、1350℃

で 60minのキャップアニール[5]を実施することで基板の p型化を図った。全面注入後の基板に SiO2のダミーゲートを

形成した後、500℃加熱下で 5×1020cm-3の濃度の Pを注入し(Rp = 70nm)、1250℃で 60minのキャップアニールを行い

S/D領域を形成した。基板全面に SiO2層を堆積させ、ゲート部の SiO2層を除去した後 1000℃での水素燃焼酸化により

ゲート絶縁膜(20nm)を形成した。その後、S/D部に Nb/Niの積層構造を堆積させ、900℃で 5minのアニールによりシリ

サイド化することでオーミックコンタクトを形成し、その上から Alゲート電極を成膜した。 
 

【測定結果】 図 1に(a)ドレインソース間電圧 Vdsが 0.1 Vのときの Id-Vg特性、(b)ゲート長 L=10 μm, ゲート幅W= 20 

μmのサンプルにおける Id-Vds特性、(c)光学顕微鏡写真、(d)ガンマ線照射による Id-Vg特性の変化を示す。nMOSFET

としての動作が確認され、オンオフ比はおよそ 106程度であった。また、閾値電圧は 5.8 V程度であり、移動度はおよ

そ 44.6 cm2/Vsとなった。ガンマ線照射実験においては 2MGy以上でのガンマ線耐性を確認した。 
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Figure 1. 3C-SiC nMOSFET (a) Id-Vg characteristics, (b) Id-Vds characteristics, (c) microphotograph, and (d) 

characteristics after gamma-ray radiation up to 2 MGy. 
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